
    ス ピントロニクスは、従来のエレクトロニクスで利用されてきた電子の電荷だけでなく、スピンの自由
度も利用する。特に、今日のスピントロニクスでは、電子ス ピンの流れである「スピン流」の生成・制御・
検出法の確立が重要課題となっている。ナノスケールで制御された物質を用いて、光学特性、 スピン

軌道相互作用、磁化ダイナミクス、熱などを利用したスピン流制御手法が、これまで提案・検証されて
きた[1]。一 方、固体の加速運動の電子への影響に関する研究には長い歴史がある。古くは、アイン
シュタイン・ドハース効果、バーネット効果のような回転運動と磁性の相 互作用、スチュワート・トール
マン効果のような加速運動による電気蓄積[2]があり、近年では、固体の加速運動のナノ磁性に対する
効果も調べられている [3]。ところが、スピン流に対する加速運動の効果の研究は行われてこなかった。 
  そこで我々は、固体の加速運動と電子スピンとの相互作用を利用したスピン流生成法を提案した[4]。
加速する固体中の電子物性を記述するには、従来利用され てきた慣性系における物性理論を、非慣

性系へ拡張する必要がある。本研究では、一般共変ディラック方程式の低エネルギー展開から、力学
的回転および並進加 速によって拡張されたスピン軌道相互作用を含む、非慣性系の電子の基礎方程
式を導き、固体の加速運動による新しいスピン流生成機構を示した。 
 本講演では、スピン流研究に関する背景知識から始め、固体の加速運動によるスピン流生成につい
て紹介する。また、最近の進展として、主に半導体を想定した多バンド効果の取り込み[5]と表面弾性
波を使った実験の提案についても議論を行う。 
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